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marzo 2004, pp. 366-372. DOI: 10.1088/0268-1242/19/3/012


	 5.14	 “An Improved Substrate-Loss Model to Determine MOSFET Drain, 
Source and Substrate Elements”, R. Torres, R. Murphy, A. Torres, 
Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 43, No. 2, octubre 
20 2004, pp. 126-130. DOI: 10.1002/mop.20397


2005	 5.15	 “Influence of the a-SiGe:H Thickness on the Conduction 
Mechanisms of n-amorphous-SiGe:H/p-Crystalline Heterojunction 
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de Actualización en Ingeniería Electrónica, Comunicaciones y 
Computación, CAIECC’98, Poza Rica, Veracruz, México,  marzo 
25, 1998.


	 	 (Presentación en sesión simultánea, 20 minutos)


	 11.025	 “Impedancia  del  Polisilicio  Usado  como  Línea  de  
Interconexión  en Circuitos  Integrados”, VI Encuentro Regional de 
Investigación y Enseñanza de la Física, junio 26, 1998.


	 	 (Explicación oral de sesión mural)


	 11.026	 “A Straightforward De-Embedding Technique for High-Frequency 
Measurements of MOS Transistors”, Segundo Congreso 
Internacional de Investigación en Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
1998, septiembre 14, 1998.


	 	 (Presentación en sesión simultánea, 20 minutos)


	 11.027	 “La Necesidad del Desarrollo de la Microelectrónica en México”, 
Instituto Tecnológico de Puebla, octubre 9, 1998.


	 	 (Presentación en sesión plenaria, 50 minutos)


1999	 11.028	 “Impedancia de Líneas de Polisilicio”, IX Congreso Internacional 
d e E l e c t r ó n i c a , C o m u n i c a c i o n e s y C o m p u t a d o r a s 
(CONIELECOMP 99), marzo 2 1999.


	 	 (Presentación en sesión simultánea, 20 minutos)


	 11.029	 “Temperature Dependence of a Split—Drain MAGFET”, IX 
Congreso Internacional de Electrónica, Comunicaciones y 
Computadoras (CONIELECOMP 99), marzo 2 1999.


	 	 (Presentación en sesión simultánea, 20 minutos)


	 11.030	 “Análisis de Líneas de Interconexión de Polisilicio para Circuitos 
Integrados CMOS”, Primer Congreso Internacional en Electrónica, 
Comunicaciones y Computación (CIECC’99), marzo 24 1999.


	 	 (Presentación en sesión simultánea, 20 minutos)
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	 11.031	 “Algunas Consideraciones Sobre el Diseño y Fabricación de 
Circuitos Integrados CMOS para Comunicaciones Inalámbricas”, 
Seminario Institucional del INAOE, julio 22 1999.


	 	 (Presentación en sesión plenaria, 50 minutos)


	 11.032	 “Algunas Consideraciones Sobre el Diseño y Fabricación de CI 
CMOS para Aplicaciones Inalámbricas”, Seminario de la Maestría 
en Dispositivos Semiconductores,  Centro de Investigaciones en 
Dispositivos Semiconductores, BUAP, julio 23 1999.


	 	 (Presentación en sesión plenaria, 50 minutos)


2000	 11.033	 “Circuitos Integrados CMOS para Comunicaciones Inalámbricas:  
Lineamientos de Diseño, Fabricación y Simulación”, X Congreso 
Internacional de Electrónica, Comunicaciones y Computadoras 
(CONIELECOMP 2000), febrero 29, 2000.


	 	 (Conferencia magistral invitada, 60 minutos)


	 11.034	 “Simulación de Circuitos Integrados CMOS para  Aplicaciones en 
Altas Frecuencias Usando SPICE”, X Congreso Internacional de 
Electrónica, Comunicaciones y Computadoras (CONIELECOMP 
2000), marzo 1°, 2000.


	 	 (Presentación en sesión simultánea, 20 minutos)


	 11.035	 “Fabricación de Circuitos Integrados en México”, SIEEEM2000, 
octubre 13, 2000.


	 	 (Conferencia plenaria invitada, 80 minutos)


	 11.036	 “Caracterización del TMOS en Altas Frecuencias”, Primer 
Encuentro de Investigación, INAOE 2000, noviembre  16, 2000.


	 	 (Conferencia plenaria, 15 minutos)


2001	 11.037	 “A  Perspective  of  Research  &  Development  in  México”, Annual 
Ibero American Research and Development Summit (AIRDS 
2001), Albuquerque, Nuevo México, EUA, mayo 8 2001.


	 	 (Conferencia simultánea invitada, 20 minutos)


	 11.038	 “Caracterización del Transistor MOS en Altas Frecuencias”, 
Segundo Encuentro de Investigación, INAOE 2001, noviembre 15, 
2001.


	 	 (Explicación oral de sesión mural)


	 11.039	 “Microelectrónica en México”, Primer Congreso Internacional de 
Sistemas y Comunicaciones, Universidad Cristóbal Colón, 
Veracruz, Veracruz, México, noviembre 17, 2001.


	 	 (Conferencia plenaria invitada, 105 minutos)
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2002	 11.040	 “Problemas que Enfrentan los Postgrados en Ingeniería y 
Tecnología en México”, 3ra Convención Internacional de 
Educación Superior, La Habana, Cuba, febrero 5 2002.


	 	 (Conferencia plenaria, 45 minutos)


	 11.041	 “La Física y las Matemáticas en el Análisis y Diseño del Transistor 
MOS”, Sexto Ciclo de Conferencias de Física y Matemáticas, 
Universidad de las Américas, Cholula, Puebla, México, febrero 13 
2002.


	 	 (Conferencia plenaria invitada, 60 minutos)


	 11.042	 “Microelectrónica”, XL Semana de Ciencias, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
México, marzo 21 2002.


	 	 (Conferencia plenaria invitada, 60 minutos)


	 11.043	 “An Alternative Method to Determine Effective Channel Length and 
Parasitic Series Resistance of LDD MOSFET’s”, Fourth IEEE 
International Caracas Conference on Devices, Circuits and 
Systems (ICCDCS2002), Aruba, Antillas Holandesas, abril 17 
2002.


	 	 (Conferencia simultánea, 20 minutos)


	 11.044	 “Consequence of the Coupled Variables in Homotopic Simulation 
of Nonlinear Resistive Circuits”, Fourth IEEE International Caracas 
Conference on Devices, Circuits and Systems (ICCDCS2002), 
Aruba, Antillas Holandesas, abril 18 2002.


	 	 (Conferencia simultánea, 20 minutos)


	 11.045	 “Engineering Education in Latin America needs to be Thoroughly 
Overhauled” Fourth IEEE International Caracas Conference on 
Devices, Circuits and Systems (ICCDCS2002), Aruba, Antillas 
Holandesas, abril 18 2002.


	 	 (Participación invitada en Mesa Redonda, 150 minutos)


	 11.046	 “La Educación Superior en Puebla:  Características y Tendencias” 
Tercer Congreso de Educación Superior SEP-Puebla, Cholula, 
Puebla, México, abril 26 2002.


	 	 (Participación invitada en Mesa Redonda, 135 minutos)


	 11.047	 “Formando Investigadores” VIII Encuentro Regional de la 
Investigación y Enseñanza de la Física, BUAP, Puebla, México, 
junio 6 2002.


	 	 (Participación invitada en Mesa Redonda, 150 minutos)
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	 11.048	 “Estado Actual y Perspectivas de los Postgrados en Ingeniería y 
Tecnología en México”,  R. Murphy, XVI Congreso Nacional de 
Posgrado, Morelia, Michoacán, octubre 22 2002.


	 	 (Presentación en sesión simultánea, 10 minutos)


	 11.049	 “Estado de la Educación en Ingeniería y Tecnología en México” 
IEEE Latin-American CAS Tour 2000, INAOE, Tonantzintla, 
Puebla, México, noviembre 20 2002.


	 	 (Participación invitada en Mesa Redonda, 150 minutos)


2003	 11.050	 “On the State of Electronic Engineering Education in Mexico”, R. 
Murphy,  Ibero American Summit on Engineering Education, Sao 
José dos Campos, Brasil, Marzo 25 2003.


	 	 (Presentación en sesión simultánea, 20 minutos)


	 11.051	 “¿Es el Futuro la Especialización?” Tercer Simposio Nacional La 
Óptica en la Industria, INAOE, Tonantzintla, Puebla, México, julio 
11 2003.


	 	 (Participación invitada en Mesa Redonda, 120 minutos)


2004	 11.052	 “Laboratorios Remotos para la Educación a Distancia en 
Electrónica”, 4to. Congreso Internacional de Educación Superior 
(UNIVERSIDAD 2004),  La Habana, Cuba, febrero 6 2004.


	 	 (Participación en sesión simultánea, 15 minutos)


	 11.053	 “Formación de Posgrado en Microelectrónica y Microtecnologías, 
¿Es Viable Compartir Recursos?”, X Workshop Iberchip,  
Cartagena, Colombia, marzo 12 2004.


	 	 (Participación invitada en Mesa Redonda, 105 minutos)


	 11.054	 “Diseño de Antenas”, VI Congreso Nacional de Sistemas 
Computacionales, Universidad Cuauhtémoc, Abril 28,  2004.


	 	 (Participación invitada en Sesión Plenaria, 60 minutos)


	 11.055	 “CEITEC and the Latin American Microelectronics Market 
Development”, Seminario Desafios da Microeletrônica: o papel do 
CEITEC, Porto Alegre, Brasil, junio 1, 2004.


	 	 (Participación invitada en Mesa Redonda, 120 minutos)


	 11.056	 “Straightforward Determination of Small-Signal Model Parameters 
for Bulk RF-MOSFETs”, Fifth IEEE International Caracas 
Conference on Devices, Circuits and Systems (ICCDCS2004), 
Punta Cana, República Dominicana, noviembre 3 2004.


	 	 (Participación en sesión simultánea, 20 minutos)
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	 11.057	 “Linearity in Two Optical Receiver Structures for High-Frequency 
Applications”, Fifth IEEE International Caracas Conference on 
Devices, Circuits and Systems (ICCDCS2004), Punta Cana, 
República Dominicana, noviembre 4 2004.


	 	 (Participación en sesión simultánea, 20 minutos)


	 11.058	 “Effects of the Low Temperature Annealing on the Transport 
Mechanisms in n-type a-SiGe:H/p-type c-Silicon Heterojunctions”, 
Fifth IEEE International Caracas Conference on Devices, Circuits 
and Systems (ICCDCS2004), Punta Cana, República Dominicana, 
noviembre 4 2004.


	 	 (Participación en sesión simultánea, 20 minutos)


2005	 11.059	 “Estado de los Programas de Postgrado en Ingeniería y 
Tecnología en México”, Foro Nacional Sobre el Sistema de 
Educación Superior,  Pachuca, Hidalgo, México, octubre 11 2005.


	 	 (Participación en sesión simultánea, 20 minutos)


2006	 11.060	 “Estado de los Programas de Postgrado en Ingeniería y 
Tecnología en México”, Foro Nacional Sobre el Sistema de 
Educación Superior,  México D.F., México, febrero 27 2006.


	 	 (Participación en sesión simultánea, 20 minutos)


2007	 11.061	 “Nuevos Escenarios para el Posgrado”, XXI Congreso Nacional de 
Posgrado,  Guadalajara, Jalisco, México, Noviembre 22, 2007.


	 	 (Participación invitada en Mesa Redonda, 90 minutos)


2008	 11.062	 “Perspectivas de Desarrollo de Jóvenes Investigadores en el 
País”, VII Taller Nacional de Estudiantes de Posgrado de Física y 
Ciencia de Materiales, Puebla, Puebla, 13 de marzo 2008.


	 	 (Participación invitada en Mesa Redonda, 120 minutos)


	 11.063	 “Modelado del Transistor MOS para Aplicaciones en Altas 
Frecuencias”, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, 19 
de junio de 2008.


	 	 (Participación invitada en Sesión Plenaria, 100 minutos)


2009	 11.064	 “Metamaterial-Mems Reconfigurable Transmission Line”, 2009 
International Iberchip Workshop (IWS2009), Buenos Aires, 
Argentina, marzo 27 2009.


	 	 (Participación en sesión simultánea, 15 minutos)


	 11.065	 “El Estado y Perspectivas de la Investigación en la Universidad 
Pública”, Primer Foro de Resultados de Investigación, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, 
agosto 28 2009.


	 	 (Participación invitada en Mesa Redonda, 120 minutos)
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2010	 11.066	 “El Estado Actual y Perspectivas del Postgrado en México”, 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, México, marzo 17 2010.


	 	 (Participación invitada en Sesión Plenaria, 90 minutos)


	 11.067	 “Una Visión del Postgrado en México”, Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste, La Paz, Baja California Sur, México, abril 
21 2010.


	 	 (Participación invitada en Sesión Plenaria, 60 minutos)


	 11.068	 “El Estado Actual y Perspectivas del Postgrado en México”, 
Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz, Baja 
California Sur, México, abril 21 2010.


	 	 (Participación invitada en Sesión Plenaria, 60 minutos)


	 11.069	 “La Importancia de los Medios de Comunicación Modernos en el 
Posgrado”, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
Pachuca, México, mayo 20 2010.


	 	 (Participación invitada en Mesa Redonda, 90 minutos)


	 11.070	 “El impacto de la investigación educativa en el quehacer de las 
IES”, Instituto Politécnico Nacional, México, D.F., México, mayo 28 
2010.


	 	 (Participación invitada en Mesa Redonda, 120 minutos)


	 11.071	 “Evaluando Resultados de los Programas de Apoyo a Becas de 
Posgrado”,  México, D.F., México, junio 24, 2010.


	 	 (Participación invitada en Mesa Redonda, 150 minutos)


	 11.072	 “Electrónica de Altas Frecuencias”,  Instituto Tecnológico Superior 
de Atlixco, Puebla, México, octubre 18, 2010.


	 	 (Conferencia Magistral Invitada, 60 minutos)


2011	 11.073	 “High Frequency Measurements:  The Basics”, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil, 16 de mayo de 
2011.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)


	 11.074	 “El PNPC y Paradigmas de Calidad del Posgrado”,  Guanajuato, 
Guanajuato, México, septiembre 22, 2011.


	 	 (Participación invitada en Mesa Redonda, 150 minutos)


2012	 11.075	 “La Ingeniería en América Latina:  Situación y Retos”,  Bogotá 
Colombia, agosto 15, 2012.


	 	 (Participación invitada en Sesión Plenaria, 60 minutos)
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	 11.076	 “La Situación de la Ingeniería en América Latina”, Congreso 
Nacional de Posgrado, Morelia, Michoacán, México, septiembre 
27, 2012.


	 	 (Participación en sesión simultánea, 20 minutos)


	 11.077	 “ISTEC’s Impact on the Development of Science and Technology 
Education in Latin America”,  World Engineering Education Forum 
(WEEF 2012), Buenos Aires, Argentina, octubre 17, 2012.


	 	 (Participación en sesión simultánea, 20 minutos)


	 11.078	 “Overhauling Engineering Education in Latin America”, World 
Engineering Education Forum (WEEF 2012), Buenos Aires, 
Argentina, octubre 18, 2012.


	 	 (Participación en sesión simultánea, 20 minutos)


2013	 11.079	 “Design Considerations for Integrated Antennas used in High 
Frequency Applications”, R. Murphy, XIX International IBERCHIP 
Workshop, Cusco, Perú, febrero 27 2013.


	 	 (Participación en sesión simultánea, 20 minutos)


	 11.080	 “Tendencias Actuales y Visión de la Investigación en México”, R. 
Murphy, 6to Coloquio Interdisciplinario de Doctorado, Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla, junio 27, 2013.


	 	 (Participación invitada en Sesión Plenaria, 60 minutos)


	 11.081	 “Relevancia de la Educación en Ingeniería para el Desarrollo de 
América Latina”, R. Murphy, International Engineering Seminar, 
Universidad San Gil, Colombia, septiembre 17, 2013, El Yopal, 
Casanare, Colombia; 19 de septiembre de 2013, San Gil, 
Santander, Colombia.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)


	 11.082	 “Engineering Education for Development”, R. Murphy, International 
Engineering Seminar, Universidad San Gil, Colombia, septiembre 
17, 2013, El Yopal, Casanare, Colombia; 19 de septiembre de 
2013, San Gil, Santander, Colombia.


	 	 (Participación invitada en Mesa Redonda, 90 minutos)


	 11.083	 “Antenas Integradas”, R. Murphy, International Engineering 
Seminar, Universidad San Gil, Colombia, septiembre 18, 2013, El 
Yopal, Casanare, Colombia; 20 de septiembre de 2013, San Gil, 
Santander, Colombia.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)


	 11.084	 “Understanding the Properties of RF-MOSFETs Using the Smith 
Chart”, R. Murphy, World Engineering Education Forum (WEEF 
2013), Cartagena, Colombia, septiembre 25, 2013.


	 	 (Participación en sesión simultánea, 20 minutos)
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	 11.085	 “Relationship with the Environment:  Innovation and 
Entrepreneurship”, R. Murphy, World Engineering Education 
Forum (WEEF 2013), Cartagena, Colombia, septiembre 26, 2013.


	 	 (Participación invitada en Mesa Redonda, 60 minutos)


2014	 11.086	 “Antenas Integradas”, R. Murphy, Universidad Veracruzana, 
Veracruz, Veracruz, México, octubre 31, 2014.


	 	 (Conferencia magistral invitada, 90 minutos)


2015	 11.087	 “Characterization of Semiconductor Devices in the High-Frequency 
Regime”, R. Murphy, IEEE Latin American Symposium on Circuits 
and Systems (LASCAS 2015), Montevideo, Uruguay, febrero 25, 
2015.


	 	 (Curso Tutorial, 180 minutos)


	 11.088	 “A Bird’s-eye View of Microwave R&D in Latin America”, R. Murphy, 
IEEE International Microwave Symposium (IMS 2015), Phoenix, 
Arizona, EUA, mayo 21, 2015.


	 	 (Participación en sesión simultánea, 10 minutos)


	 11.089	 “La Investigación en México, Realidad y Perspectiva”, R. Murphy, 
Tercer Encuentro de Jóvenes Investigadores, Universidad de 
Colima, octubre 16, 2015.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)


	 11.090	 “Sensores para Aplicaciones Bio-Médicas”, R. Murphy, Coloquio 
de la Sociedad de Dispositivos Electrónicos de IEEE, Universidad 
Javeriana, Bogotá, Colombia, octubre 20, 2015.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)


	 11.091	 “Sensores para Aplicaciones Bio-Médicas”, R. Murphy, Cuarto 
Congreso Internacional de Instrumentación, Control y 
Telecomunicaciones y Primer Congreso Internacional en Diseño, 
Fabricación y Nuevos Materiales, Universidad Santo Tomás, Tunja, 
Colombia, octubre 22, 2015.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)


	 11.092	 “Diseño de Antenas”, R. Murphy, Cuarto Congreso Internacional de 
Instrumentación, Control y Telecomunicaciones y Primer Congreso 
Internacional en Diseño, Fabricación y Nuevos Materiales, 
Universidad Santo Tomás, Tunja, Colombia, octubre 23, 2015.


	 	 (Curso tutorial, 270 minutos)


	 11.093	 “La Necesidad de Fomentar la Investigación de Alto Impacto en 
América Latina”, R. Murphy, Tercer Encuentro Grupos de 
Investigación, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
Bogotá, Colombia, noviembre 18, 2015.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)
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2016	 11.094	 “Sensores para Aplicaciones Bio-Médicas”, R. Murphy, XXVI 
Simposium Internacional Tecnotrónica, Instituto Tecnológico de 
Morelia, Morelia, Michoacán, México, abril 21, 2016.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)


	 11.095	 “Characterization of the MOS Transistor in the High-Frequency 
Regime”, R. Murphy, Universidade Federal do Santa Maria, Brasil, 
mayo 9, 2016.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)


	 11.096	 “Characterization of the MOS Transistor in the High-Frequency 
Regime”, R. Murphy, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Brasil, mayo 12, 2016.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 75 minutos)


	 11.097	 “An Overview of RF and Microwave Engineering Research 
Collaboration between Latin America and the Rest of the World”, 
R. Murphy, 46th European Microwave Conference (EuMWC 2016), 
Londres, Inglaterra, octubre 6, 2016.


	 	 (Participación en sesión simultánea, 20 minutos)


2017	 11.098	 “A Versatile, CMOS Compatible, Integrated Antenna for Millimeter-
Wave Applications”, R. Murphy, 2017 Latin American Symposium 
on Circuits and Systems (LASCAS 2017), Bariloche, Argentina, 
febrero 22, 2017.


	 	 (Participación en sesión simultánea, 20 minutos)


	 11.099	 “The Global Impact of Electrical and Computer Engineering in 
Society. Case in Point: Latin America”, R. Murphy, Conferencia 
ECEDHA 2017, Miramar Beach, Florida, EUA, marzo 18, 2017.


	 	 (Participación invitada en Mesa Redonda, 90 minutos)


	 11.100	 “Panorama General del uso de Sensores para Aplicaciones en los 
Campos de la Salud”, R. Murphy, UPAEP, Puebla, abril 6, 2017.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)


	 11.101	 “Importancia del Trabajo Científico”, R. Murphy, INAOE, Puebla, 
mayo 11, 2017.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)


	 11.102	 “Antenas para Comunicaciones Inalámbricas y Otras 
Aplicaciones”, R. Murphy, UPAEP, Puebla, junio 30, 2017.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 30 minutos)


	 11.103	 “Antenas en Circuitos Integrados”, R. Murphy, Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, agosto 23, 2017.


	 	 (Conferencia Magistral, 60 minutos)
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	 11.104	 “Antenas Integradas”, R. Murphy, Universidad Iberoamericana 
Puebla, octubre 5, 2017.


	 	 (Conferencia Magistral, 60 minutos)


2018	 11.105	 “High Frequency Device Characterisation Laboratory at the 
“Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)”, 
Tonantzintla, Puebla, México”, R. Murphy, 48th European 
Microwave Conference, Madrid, España, septiembre 26, 2018.


	 	 (Participación invitada en sesión simultánea, 20 minutos)


	 11.106	 “Panorama de la Investigación Científica en América Latina”, R. 
Murphy, Congreso Internacional “La Influencia de la Tecnología en 
las Comunidades del Conocimiento”,  La Paz, Bolivia, octubre 12, 
2018.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)


	 11.107	 “Some Cons idera t ions Regard ing the Model ing and 
Characterization of Bulk CMOS Devices for High-Frequency 
Applications”, R. Murphy, 2018 IEEE 13th Nanotechnology 
Materials and Devices Conference (NMDC), Portland, Oregon, 
EUA, octubre 15, 2018.


	 	 (Participación invitada en sesión simultánea, 30 minutos)


	 11.108	 “Antenas Integradas: Pasado, Presente y Futuro”, R. Murphy, 
Conferencista Distinguido EDS, Universidad Pontificia Bolivariana, 
Medellín, Colombia, octubre 18, 2018.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)


	 11.109	 “Integrated Antennas: Past, Present and Future”, R. Murphy, 
Workshop on Engineering Applications (WEA’18), Medellín, 
Colombia, octubre 18, 2018.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)


	 11.110	 “Integrated Antennas: Past, Present and Future”, R. Murphy, 
National Micro and Nanoelectronics Conference (nano MX 2018), 
Puebla, México, octubre 26, 2018.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)


2019	 11.111	 “Fundamen ta l Aspec ts o f CMOS RF Mode l i ng and 
Characterization”, R. Murphy, Hyderabad EDS Mini Colloquium, 
Hyderabad, India, febrero 24, 2019.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)


	 11.112	 “Characterization of Semiconductor Devices in the High-Frequency 
Regime”, R. Murphy, MOS-AK India 2019, Hyderabad, India, 
febrero 25, 2019.


	 	 (Curso Tutorial Invitado, 180 minutos)
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	 11.113	 “RF Electrical Characterization”, R. Murphy, ESSDERC/ESSCIRC 
2019, Cracovia, Polonia, septiembre 23, 2019.


	 	 (Curso Tutorial Invitado, 45 minutos)


	 11.114	 “Characterization of Semiconductor Devices in the High-Frequency 
Regime”, R. Murphy, MOS-AK San Francisco, diciembre 11, 2019.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 30 minutos)


2020	 11.115	 “Introducción a la Tecnología 5G: ¿Daña la Salud?”, R. Murphy, 
plática remota en el Primer Ciclo de Conferencias de Sociedad de 
Ciencia, Tecnología e Investigación Juvenil de México AC, junio 20, 
2020.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)


	 11.116	 “La importancia de la ciencia”, R. Murphy, conferencia virtual en el 
marco del ciclo Martes de Ciencia con el INAOE, 21 de julio de 
2020.


	 	 (Conferencia Magistral, 60 minutos)


	 11.117	 “Antenas Integradas”, R. Murphy, conferencia virtual para la 
Universidad Centroamericana de Nicaragua, octubre 3, 2020.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)


	 11.118	 “La vida después del Pájaro Madrugador”, R. Murphy, conferencia 
virtual durante la Semana Mundial del Espacio, octubre 6, 2020.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)


	 11.119	 “Some issues on the high-frequency compact modeling of CMOS 
transistors and related devices”, R. Murphy, conferencia virtual 
durante el 13th International MOS-AK Workshop, Silicon Valley, 
California, USA, diciembre 10, 2020.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 30 minutos)


2021	 11.120	 “La Red 5G”, R. Murphy, plática remota para el Instituto 
Tecnológico de Orizaba, 23 de marzo de 2021.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)


	 11.121	 “Modeling Issues for CMOS RF ICs”, R. Murphy, plática remota en 
el 3rd MOS-AK/LADEC Workshop, 18 de abril de 2021.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)


	 11.122	 “La Red 5G: Realidades y Mitos”, R. Murphy, conferencia virtual en 
el marco del ciclo Martes de Ciencia con el INAOE, 15 de junio de 
2021.


	 	 (Conferencia Magistral, 60 minutos)
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	 11.123	 “Modeling Passive Devices for RF CMOS Circuits”, R. Murphy, 
conferencia virtual en el marco de la 28th International Conference 
“Mixed Design of Integrated Circuits and Systems”, junio 26, 2021.


	 	 (Conferencia Magistral Invitada, 30 minutos)


	 11.124	 “La Red 5G:  Realidades y Mitos”, R. Murphy, conferencia virtual 
p a r a e s t u d i a n t e s d e l p o s t g r a d o e n E l e c t r ó n i c a y 
Telecomunicaciones, CICESE, septiembre 29, 2021.


	 	 (Conferencia Magistral Invitada, 60 minutos)


	 11.125	 “Antenas Integradas”, R. Murphy, plática remota para el Instituto 
Tecnológico de Orizaba, octubre 13, 2021.
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	 11.126	 “Sistemas Satelitales”, R. Murphy, plática remota para el Instituto 
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Nacional de Micro y Nanoelectronica (nanoMX2021), diciembre 2, 
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	 	 (Conferencia Magistral Invitada, 60 minutos)


	 11.128	 “Compact Modeling of through-silicon-vias with different ground 
configurations”, R. Murphy, conferencia virtual durante el 14th 
International MOS-AK Workshop, Silicon Valley, California, USA, 
diciembre 17, 2021.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 30 minutos)


2022	 11.129	 “The need for antenna compact models”, R. Murphy, conferencia 
virtual durante el Latin American Spring MOS-AK Workshop, 
Puebla, Puebla, México, abril 29, 2022.


	 	 (Conferencia plenaria, 30 minutos)


	 11.130	 “Further Considerations on RF CMOS Compact Modeling”, R. 
Murphy, conferencia virtual durante el 4th MOS-AK/LAEDC 
Workshop, Puebla, Puebla, México, julio 3, 2022.


	 	 (Conferencia plenaria, 30 minutos)


	 11.131	 “Metamaterial-based Antennas for On-chip Applications in the 
Millimeter-Wave Range”, R. Murphy, AP-S/URSI 2022, Denver, 
Colorado, EUA,  julio 13, 2022.


	 	 (Conferencia simultánea, 20 minutos)
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	 11.132	 “Characterization and Modeling the MOS Transistor and Passive 
Devices for HF Operation”, R. Murphy, Conferencia virtual en el 
marco de la Escuela de Verano de EDS en Silchar, Assam, India, 
20 de agosto de 2022.


	 	 (Conferencia magistral invitada, 60 minutos)


	 11.133	 “Tecnología Satelital”, R. Murphy, Conferencia en el marco de la  
“Jornada del Conocimiento 2022” del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios # 16, Atlixco, Puebla, 19 de 
octubre de 2022.


	 	 (Plática de divulgación invitada, 60 minutos)


	 11.134	 “Evolución de la Tecnología Satelital”, R. Murphy, Instituto 
Tecnológico de Morelia, Morelia, Michoacán, 8 de noviembre de 
2022.


	 	 (Plática invitada, 60 minutos)


	 11.135	 “Semiconductor Devices and Passive Components Charac-
terization for High Frequency Applications”, R. Murphy, 2022 IEEE 
International Autumn Meeting on Power, Electronics and 
Computing (ROPEC 2022), Ixtapa, Guerrero, México, 9 de 
noviembre de 2022.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)


	 11.136	 “Modelado de Antenas Integradas”, R. Murphy, 14a Semana BEIFI 
y Proyectos de Investigación, ESIME Culhuacán, CDMX, México, 
28 de noviembre de 2022.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 45 minutos)


	 11.137	 “Active and Passive Devices for High-Frequency Applications”, R. 
Murphy, en el marco del ciclo de conferencias CASS Tour México 
2022, Universidad de Guadalajara e ITESO, Guadalajara, México, 
29 de noviembre de 2022.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 45 minutos)


	 11.138	 “Modeling of Integrated Antennas”, R. Murphy, en el marco del 
ciclo de conferencias CASS Tour México 2022, Universidad 
Veracruzana, Veracruz, México, 2 de diciembre de 2022.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 45 minutos)


2023	 11.139	 “Satélites”, R. Murphy, conferencia virtual en el marco del ciclo 
Martes de Ciencia con el INAOE, 28 de marzo de 2023.


	 	 (Conferencia Magistral, 60 minutos)
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	 11.140	 “Antenas Integradas: El Futuro de la Electrónica”, R. Murphy, en el 
marco del ciclo de conferencias CASS Tour México 2023, 
Universidad de Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México, 
abril17, 2023.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 45 minutos)


	 11.141	 “Antenas Integradas: El Futuro de la Electrónica”, R. Murphy, en el 
marco del ciclo de conferencias CASS Tour México 2023, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 
Michoacan, México, abril 19, 2023.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 45 minutos)


	 11.142	 “Issues on the Modeling of Semiconductor Devices in RF”, R. 
Murphy, en el marco del ciclo de conferencias CASS Tour México 
2023, Universidad Veracruzana, Veracruz, Veracruz, México, abril 
21, 2023.


	 	 (Conferencia Magistral invitada, 45 minutos)


	 11.143	 “Microelectronics Education”, R. Murphy, en el marco del ciclo de 
conferencias CASS Tour México 2023, Universidad Veracruzana, 
Veracruz, Veracruz, México, abril 21, 2023.


	 	 (Participación invitada en Mesa Redonda, 120 minutos)


	 11.144	 “Resonance Related Fluctuations on Experimental Characteristic 
Impedance Curves for PCB and On-Chip Transmission Lines”, R. 
Murphy, International Microwave Symposium (IMS 2023), San 
Diego, California, USA, junio 14, 2023.


	 	 (Participación simultánea  invitada, 20 minutos)


	 11.145	 “Satélites”, R. Murphy, Plática de divulgación en el marco del 
programa “Verano de la Investigación Científica”, Tonantzintla, 
Puebla, México, junio 22, 2023.


	 	 (Participación invitada, 60 minutos)


	 11.146	 “Second order aspects of characteristic impedance determination”, 
R. Murphy, 5th International MOS-AK/LAEDC Workshop,  Puebla, 
Puebla, México, julio 2, 2023.


	 	 (Participación invitada, 30 minutos)


	 11.147	 “Determination of the Relative Permittivity and Loss Tangent of 
Liquid Samples Using a Miniature Low-Cost Microwave Sensor”, 
R. Murphy, Latin American Microwave Conference, San José, 
Costa Rica, December 7, 2023.


	 	 (Participación plenaria, 20 minutos)


	 11.148	 “Some efforts toward the modeling of integrated antennas”, R. 
Murphy, MOS-AK Workshop, Santa Clara, CA, USA, December 
13, 2023.


	 	 (Participación plenaria invitada, 60 minutos)


— —49



2024	 11.149	 “Modelado de Antenas en Chip”, R. Murphy, Seminario de la 
Coordinación de Electrónica, INAOE, enero 30, 2024.


	 	 (Participación plenaria, 60 minutos)


	 11.150	 “Antenas en Circuitos Integrados”, R. Murphy, Ciclo de 
Conferencias Semana ITP-INAOE 2024, marzo 5, 2024.


	 	 (Participación plenaria invitada, 60 minutos)
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Velasco Castillo). 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15.-	 DIRECCIÓN DE PROYECTOS EXTERNOS


1989-90	 15.1	 “Fortalecimiento al Postgrado en Microelectrónica en el INAOE”, 
proyecto apoyado por el Consejo del Sistema Nacional de 
Educación Tecnológica (COSNET), clave 183.89, co-director: 
Mónico Linares.


1998-99	 15.2	 “Caracterización de Transistores MOS para Aplicaciones en Alta 
Frecuencia”, proyecto de Investigación Inicial apoyado por el 
CONACyT, clave 211290-5-I26894A.


2000-01	 15.3	 “Characterization and Modeling of High-Frequency MOS 
Transistors”, proyecto conjunto con el “Interuniversitair Micro-
Elektronica Centrum” (IMEC) en Heverlee, Bélgica.


2001-03	 15.4	 “Caracterización de Componentes Parásitas  y Modelado del 
Transistor MOS usando Técnicas de Alta Frecuencia”, proyecto 
apoyado por el CONACyT, clave 33810-A.


2002-04	 15.5	 “LABDILEIT:  Laboratory for Distance Learning based on Internet 
Technology”, proyecto dentro del marco del programa Alfa-2 de la 
Comunidad Europea.


2009-12	 15.6	 “Caracterización en Altas Frecuencias de Componentes para 
Circuitos Integrados CMOS/MEMS”, proyecto apoyado por el 
CONACyT,  clave 83774-Y.


2018-21	 15.7	 “Física, Modelado y Caracterización de Dispositivos y Circuitos 
para Comunicaciones Inalámbricas”, proyecto apoyado por el 
CONACyT,  clave 285199.
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16.-	 CURSOS  DE  EDUCACIÓN  CONTINUA


1992	 16.1	 “Didáctica para Estudios de Postgrado”, INAOE, Tonantzintla, 
Puebla, México, marzo-abril 1992  (20 horas).


	 16.2	 “Hybrid and Multi-Chip Module Design”, Hughes Aircraft, California, 
EUA, diciembre 1992  (40 horas).


1995	 16.3	 “Hacia una Definición de las Aplicaciones para Circuitos de Alta 
Frecuencia:  Silicio y Compuestos III-V”, INAOE, Tonantzintla, 
Puebla, México, diciembre 1995 (20 horas).


1996	 16.4	 “Model 360B Network Analyzer User Training Course”, INAOE, 
Tonantzintla, Puebla, México, julio 1996 (20 horas).


1999	 16.5	 “RF IC Design for Wireless Communication Systems”, Instituto 
Federal de Tecnología de Suiza, Lausanna, Suiza, junio-julio 1999 
(30 horas). 


2009	 16.6	 “MEMS SUMMiT V Technology”, Sandia National Laboratories, 
Albuquerque, Nuevo México, EUA, diciembre 2009 (20 horas). 


2016	 16.7	 “Fundamentals of Spectrum Analysis”; “Fundamentals of Power 
Measurements”; “Fundamentals of Vector Network Analysis”; 
“Calibration in Vector Network Analysis”,  Rohde & Schwarz, 
Londres, Inglaterra, octubre 2016 (6 horas). 
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17.-	 MEMBRESÍAS


1992-a la fecha	 Miembro de IEEE desde mayo 1992 (No. 3107919).

	 Nombramiento a Senior Member, 16 de febrero de 2002.


2002-a 2018	 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1, julio 
2002 a diciembre 2018.


2004-2019	 Miembro del Consejo Directivo del Iberoamerican Science and 
Technology Education Consortium (ISTEC), enero 2004 a mayo 
2019.


2004-2008	 Tesorero del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, A.C. 
(COMEPO), enero 2004 a mayo 2008.


2004-a la fecha	 Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, AC, desde 
diciembre 2004.


2007-2014	 Presidente del Consejo Directivo del Iberoamerican Science and 
Technology Education Consortium (ISTEC), julio 2007 a febrero 
2014.


2008-2009	 Vicepresidente del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, 
A.C. (COMEPO), mayo 2008 a octubre 2009.


2009-2010	 Presidente del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, A.C. 
(COMEPO), Octubre 2009 a Octubre 2010.


2014-2019	 Presidente del Iberoamerican Science and Technology Education 
Consortium (ISTEC), febrero 2014 a mayo 2019.


2016-a la fecha	 Miembro de la European Microwave Association, octubre 2016 a la 
fecha.


2019-a la fecha	 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 2, enero 
2019 a la fecha.
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18.-	 PARTICIPACIÓN EN COMITÉS ORGANIZADORES DE CONFERENCIAS


1999	 Publicity Chair para el Third IEEE International Workshop on 
Design of Mixed-Mode Circuits and Applications, Puerto Vallarta, 
Jalisco, México, julio 26-28 1999. 


2000	 Local Arrangements Chair para el Third IEEE International 
Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems 
(ICCDCS2000), Cancún, Quintana Roo, México, marzo 15-17 
2000.


2001	 Local Arrangements Chair para el  Second IEEE Latin American 
Test Workshop, Cancún, Quintana Roo, México, febrero 11-14  
2001.


	 Presidente del Comité Organizador para el Segundo Encuentro 
de Investigación, Tonantzintla, Puebla, México, Noviembre 14-15 
2001.


2002	 Miembro del International Committee para el Fourth IEEE 
International Caracas Conference on Devices, Circuits and 
Systems (ICCDCS2002), Aruba, Antillas Holandesas, abril 17-19 
2002. 


	 Presidente del Comité Organizador del Primer Taller 
Mesoamericano y del Caribe de Biblioteca Digital y Educación a 
Distancia, Tonantzintla, Puebla, México, mayo 15-17 2002.


	 Presidente del Comité Organizador para el Tercer Encuentro de 
Investigación, Tonantzintla, Puebla, México, Noviembre 14-15 
2002.


	 Coordinador General del Comité Organizador del IEEE Latin 
American CAS Tour 2002, Tonantzintla, Puebla, México, 
noviembre 18-22 2002.


2003	 Co-Presidente del Programa Técnico para el XIII Congreso 
Internacional de Electrónica, Comunicaciones y Computadoras 
(CONIELECOMP 2003), Cholula, Puebla, México, febrero 24-26 
2003.


	 Coordinador General del Comité Organizador de la Conferencia 
Internacional de Dispositivos, Circuitos y Sistemas Veracruz 2003, 
Boca del Río, Veracruz, México, junio 25-27 2003.


	 Presidente del Comité Organizador para el Cuarto Encuentro de 
Investigación, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 13-14 
2003.
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2004	 Coordinador de Finanzas para el XVIII Congreso Nacional de 
Posgrado, Culiacán, Sinaloa, México, octubre 17-19 2004.


	 Coordinador Nacional de la Expo-Posgrado durante el XVIII 
Congreso Nacional de Posgrado, Culiacán, Sinaloa, México, 
octubre 17-19 2004.


	 Vice-Presidente del Comité Organizador  del IV Congreso 
Iberoamericano de Sensores (IBERSENSOR 2004), Puebla, 
Puebla, México, octubre 27-29 2004.


	 Miembro del Technical Program Committee para el Fifth IEEE 
International Caracas Conference on Devices, Circuits and 
Systems (ICCDCS2004), Punta Cana, República Dominicana, 
noviembre 3-5 2004. 


	 Presidente del Comité Organizador para el Quinto Encuentro de 
Investigación, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 8-9 2004.


	 Coordinador General del Comité Organizador del IEEE Latin 
American CAS Tour 2004, Boca del Río, Veracruz, México, 
noviembre 17-19 2004.


2005	 Miembro del Comité Técnico del XI Taller Iberchip (IWS-2005), 
Salvador de Bahía, Brasil, marzo 28-30, 2005.


	 Coordinador de Finanzas para el XIX Congreso Nacional de 
Posgrado, Puebla, Puebla, México, septiembre 19-21, 2005.


	 Presidente del Comité Organizador para el Sexto Encuentro de 
Investigación, Tonantzintla, Puebla, México, octubre 27-28 2005.


2006	 Miembro del Comité Técnico del XII Taller Iberchip (IWS-2006), 
San José, Costa Rica, marzo 22-24, 2006.


	 General Chair para el Sixth IEEE International Caribbean 
Conference on Devices, Circuits and Systems (ICCDCS2006), 
Playa del Carmen, Quintana Roo, México, abril 26-28 2006. 


	 Coordinador de Finanzas para el XX Congreso Nacional de 
Posgrado, México, D.F., México, octubre 16-17 2006.


	 Coordinador General de la Expo-Posgrado durante el XX 
Congreso Nacional de Posgrado, México, D.F., México, octubre 
16-17 2006.


	 Miembro del Comité Técnico del Simposio de Metrología 2006, 
Querétaro, Querétaro, octubre 25-27 2006.
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	 Miembro del Comité Técnico de la 36th ASEE/IEEE Frontiers in 
Education Conference, San Diego, California, EUA, octubre 28-31 
2006.


	 Presidente del Comité Organizador para el Séptimo Encuentro 
de Investigación, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 8 y 9, 
2006.


2007	 Miembro del Comité Técnico del XIII Taller Iberchip (IWS-2007), 
Lima, Perú, marzo 14-16, 2007.


	 Miembro del Comité Técnico del XVIII European Conference on 
Circuit Theory and Design (ECCTD 2007), Sevilla, España, agosto 
26-30, 2007.


	 Miembro del Comité Técnico de la 37th ASEE/IEEE Frontiers in 
Education Conference, Milwaukee, Wisconsin, EUA, octubre 10-13 
2007.


	 Presidente del Comité Organizador para el Octavo Encuentro de 
Investigación, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 8 y 9, 
2007.


	 Coordinador de Finanzas para el XXI Congreso Nacional de 
Posgrado, Guadalajara, Jalisco, México, noviembre 20-23 2007.


	 Coordinador General de la Expo-Posgrado durante el XXI 
Congreso Nacional de Posgrado, Guadalajara, Jalisco, México, 
noviembre 20-23, 2007.


	 Miembro del Comité Técnico del XXII Conference on Design of 
Circuits and Integrated Systems (DCIS 07), Sevilla, España, 
noviembre 21-23, 2007.


	 Local Arrangements Chair para el Workshop on Frontiers in 
Electronics (WOFE 2007), Cozumel, Quintana Roo, México, 
diciembre 15-19  2007.


2008	 Local Arrangements Chair para el  Ninth IEEE Latin American 
Test Workshop, Puebla, Puebla, México, febrero 18-20  2008.


	 General Co-Chair para el  XIV Taller Iberchip (IWS-2008), Puebla, 
Puebla, México, febrero 20-22  2008.


	 Finance and Global Arrangements Chair para la Seventh IEEE 
International Caribbean Conference on Devices, Circuits and 
Systems (ICCDCS2008), Cancún, Quintana Roo, México, abril 
28-30 2008.
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	 Miembro del Comité Técnico del Simposio de Metrología 2008, 
Querétaro, Querétaro, octubre 22-24, 2008.


	 Miembro del Comité Técnico de la 38th ASEE/IEEE Frontiers in 
Education Conference, Saratoga Springs, Nueva York, EUA, 
octubre 22-25 2008.


	 Presidente del Comité Organizador para el XXII Congreso 
Nacional de Posgrado, Mérida, Yucatán, octubre 27 a 29, 2008.


	 Presidente del Comité Organizador para el Noveno Encuentro 
de Investigación, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 6 y 7, 
2008.


	 Miembro del Comité Técnico del XXIII Conference on Design of 
Circuits and Integrated Systems (DCIS 08), Grenoble, Francia, 
noviembre 12-14, 2008.


	 Local Arrangements Chair para el  Second Dependable Circuit 
Design Conference, Playa del Carmen, Quintana Roo, México, 
noviembre 27-28, 2008.


2009	 Miembro del Comité Técnico del 2009 International Workshop 
Series on Signal Integrity and High-Speed Interconnects 
(IMWS2009-R9), Guadalajara, Jalisco, México, febrero 20-21 
2009.


	 Miembro del Comité Técnico del XV International Workshop 
IBERCHIP (IWS 2009), Buenos Aires, Argentina, marzo 25-27 
2009.


	 Miembro del Comité Técnico de la 39th ASEE/IEEE Frontiers in 
Education Conference, San Antonio, Texas, EUA, octubre 18-21 
2009.


	 Presidente del Comité Organizador para el XXIII Congreso 
Nacional de Posgrado, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, 
octubre 12 a 14, 2009.


	 Vice-Presidente del Comité de Programa para la XVII Asamblea 
General del Iberoamerican Science and Technology Education 
Consortium, Albuquerque, Nuevo México, EUA, octubre 26-30, 
2009.


	 Presidente del Comité Organizador para el Décimo Encuentro 
de Investigación, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 5 y 6, 
2009.
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	 Presidente del Comité Local de Organización y Presidente de 
Finanzas del IEEE Circuits and Systems for Medical and 
Environmental Applications Workshop (CASME 09), Mérida, 
Yucatán, México, diciembre 14-16, 2009.


2010	 Miembro del Comité Técnico del XVI International Workshop 
IBERCHIP (IWS 2010), Iguazú, Brasil, febrero 23-25 2010.


	 Miembro del Comité Técnico de la 40th ASEE/IEEE Frontiers in 
Education Conference, Washington, DC, EUA, octubre 27-30 
2010.


	 Presidente del Comité Organizador para el XXIV Congreso 
Nacional de Posgrado, Colima, Colima, México, octubre 6 a 8, 
2010.


	 Presidente del Comité Organizador para el Undécimo Encuentro 
de Investigación, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 4 y 5, 
2010.


	 Presidente del Comité Local de Organización y Presidente de 
Finanzas del IEEE Circuits and Systems for Medical and 
Environmental Applications Workshop (CASME 10), Mérida, 
Yucatán, México, diciembre 13-15, 2010.


2011	 Presidente del Comité Académico del XVII International 
Workshop IBERCHIP (IWS 2011), Bogotá, Colombia, febrero 
23-25 2011.


	 Miembro del Comité Técnico del 12th IEEE Latin American Test 
Workshop (LATW 2011), Porto de Galinhas, Brasil, marzo 27-30 
2011.


	 Miembro del Comité Técnico de la 41st ASEE/IEEE Frontiers in 
Education Conference, Rapid City, South Dakota, EUA, octubre 
12-15 2011.


2012	 Presidente del Comité Local de Organización y Presidente de 
Finanzas del IEEE Circuits and Systems for Medical and 
Environmental Applications Workshop (CASME 12), Mérida, 
Yucatán, México, enero 9-10, 2012.


	 General Co-Chair y Tesorero para el  XVIII Taller Iberchip 
(IWS-2012), Playa del Carmen, Quintana Roo, México, febrero 29-
Marzo 2  2012.
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	 Tesorero para el  Third IEEE Latin American Symposium on 
Circuits and Systems (LASCAS 2012), Playa del Carmen, 
Quintana Roo, México, febrero 29-Marzo 2  2012.


	 Presidente del Comité Local y Tesorero del 13th IEEE Latin 
American Test Workshop (LATW 2012), Quito, Ecuador, abril 10-13 
2012.


	 General Co-Chair  para la  Design and Test Summer School, 
Puebla, Puebla, México, octubre 25 y 26, 2012.


2014	 Miembro del Comité Técnico del 5th Latin American Symposium 
on Circuits and Systems (LASCAS 2014), Santiago, Chile, febrero 
25-28, 2014.


	 Presidente del Comité Global y Tesorero para la XX Asamblea 
General del Consorcio Iberoamericano para la Educación en 
Ciencia y Tecnología (ISTEC), Tonantzintla, Puebla, México, Marzo 
25-28, 2014.


	 Presidente del Comité Global y Tesorero para la IEEE 
International Caribbean Conference on Devices, Circuits and 
Systems (ICCDCS 2014), Playa del Carmen, Quintana Roo, 
México, abril 2-4, 2014.


	 Co-Organizador de la Sesión Especial para América Latina en 
el marco del IEEE International Microwave Symposium (IMS 
2014), Tampa, Florida, EUA, junio 4, 2014.


	 Presidente del Comité Global y Tesorero para 22nd IFIP/IEEE 
International Conference on Very Large Scale Integration (VLSI-
SoC 2014), Playa del Carmen, Quintana Roo, México, octubre 6-8, 
2014.


2015	 Miembro del Comité Técnico del 6th Latin American Symposium 
on Circuits and Systems (LASCAS 2015), Montevideo, Uruguay, 
febrero 24-27, 2015.


	 Co-Organizador de la Sesión Especial para América Latina en 
el marco del IEEE International Microwave Symposium (IMS 
2015), Phoenix, Arizona, EUA, mayo 21, 2015.


	 Presidente del Comité Local de la 11th International School on 
the Effects of Radiation on Embedded Systems for Space 
Applications (SERESSA 2015), Puebla, México, noviembre 30-4 
diciembre, 2015.
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2016	 Miembro del Comité Técnico del 7th Latin American Symposium 
on Circuits and Systems (LASCAS 2016), Florianópolis, Brasil, 
febrero 28-2 marzo, 2016.


	 Co-Organizador de la Sesión Especial “Microwaves in the 
Americas” en el marco de la European Microwave Conference 
(46th EuMC), Londres, Inglaterra, octubre 6, 2016.


	 Co-Presidente del Comité Técnico de Programa para Latin 
American Microwave Conference (LAMC 2016), Puerto Vallarta, 
Jalisco, México, diciembre 12-14, 2016.


2017	 Miembro del Comité Técnico del 8th Latin American Symposium 
on Circuits and Systems (LASCAS 2017), Bariloche, Argentina, 
February 20-23, 2017.


	 Co-Presidente de 2017 International Caribbean Conference on 
Devices, Circuits and Systems (ICCDCS 2017), Cozumel, 
Quintana Roo, México, junio 5-7, 2017.


2018	 Co-Presidente del 2018 Latin American Symposium on Circuits 
and Systems (LASCAS 2018), Puerto Vallarta, Jalisco, México, 
febrero 25-28, 2018.


2019	 Miembro del Comité Técnico del 10th Latin American Symposium 
on Circuits and Systems (LASCAS 2019), Armenia, Colombia, 
febrero 25-27, 2019.


	 Publications Chair para el 2019 Latin American Symposium on 
Circuits and Systems (LASCAS 2019), Armenia, Colombia, febrero 
25-27, 2019.


2021	 Co-Presidente del 3rd IEEE Mexican Humanitarian Technology 
Conference (MHTC 2021), Puebla, Puebla, México, abril 21-22 
2021.


2023	 Presidente del Comité Organizador del 13 Seminario de 
Electrónica y Diseño Avanzado, INAOE, Puebla, México, 
septiembre 20-22, 2023.
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19.-	 SEMBLANZA CURRICULAR




El Dr. Roberto Murphy es investigador Titular “C” en el INAOE, donde 
trabaja desde 1988 asociado a la Coordinación de Electrónica.  Su 
campo de interés se enfoca en la electrónica de altas frecuencias, 
especialmente en la física, modelado y caracterización de dispositivos 
para aplicaciones en comunicaciones inalámbricas.

Adicionalmente, ha desempeñado labores administrativas en el 
INAOE por más de 17 años; fue Director de Formación Académica y 
Director de Investigación, y jefe del Departamento de Electrónica.  
Fungió como Tesorero, Vicepresidente y Presidente del Consejo 
Mexicano de Estudios de Posgrado, A.C. (COMEPO), y como 
integrante del Consejo Directivo y posteriormente Presidente del 

Iberoamerican Science and Technology Education Consortium (ISTEC), una organización 
académica sin fines de lucro basada en Albuquerque, Nuevo México, EUA.

Ha publicado más de 160 trabajos en revistas científicas, conferencias y periódicos, ha 
impartido más de 100 cursos de postgrado y ha dirigido 37 tesis de grado.

Es Nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de 
Ciencias, de la European Microwave Association, y es Senior Member del Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE), asociación profesional de la cual es también 
“Conferencista Distinguido” para la Sociedad de Dispositivos Electrónicos (EDS).
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